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１．概要（Summary） 

シリコン酸化膜のドライエッチングにおいて、シリコンとの

高選択比ドライエッチングプロセスは半導体デバイス製造

プロセスにおいて広く用いられている。 その多くは安全

対策が必要な添加ガスを含む多元系ガスを用いたプロセ

スである。 本検討では、これらの状況を踏まえ解析技術

への応用を目的に毒性が少なく汎用性の高いガス種を用

いた ICPエッチング装置で低 ICPパワー下での対シリコ

ン窒化膜及びシリコンに対して高選択が得られるシリコン

酸化膜エッチングプロセスの検討を行ったので報告する。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

多目的エッチング装置（ICP-RIE） 

触針式段差計 

プラズマ CVD装置(TEOS/SiO2) 

プラズマ CVD薄膜堆積装置（SiN） 

【実験方法】 

シリコンウエハー上に TEOS 酸化膜或はシリコン窒化

膜をプラズマ CVD 装置で成膜したサンプル及びシリコン

ウエハーを短冊状に切り出し、部分的にカプトンテープで

マスキングしたサンプルを用いた。 エッチングレートはエ

ッチング後の試料のエッチング領域と非エッチング領域の

段差を接触式段差計で測定した結果から算出した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

検討にはCHF3＋ArにC4F8を添加した 3元系のガス

を用いた。 C4F8は被エッチング物の表面にCF系のポリ

マーを形成しエッチングを抑制する作用がある。 酸化膜

のエッチングの場合には膜中からの酸素とカーボンとの

反応によりポリマーの形成が抑制される結果，酸化膜のエ

ッチングは進行する。 一方、酸素を含まない膜の場合に

はポリマーの形成によりエッチング速度は抑制されること

により、高い選択比が得られると考えられている。 

Fig. 1には ICPパワーと TEOS酸化膜、シリコン窒化

膜、シリコンのエッチングレート及び選択比との関係を示し

た。 

ICP パワーが低い領域ではシリコン窒化膜のエッチン

グレートは一定値を示し、ICP パワーが 70W 以上でエッ

チングレートの増大が見られた。一方、TEOS酸化膜のエ

ッチングレートは50 W付近から立ち上がった。 その結果、

TEOS酸化膜とシリコン窒化膜の選択比は ICP パワーが

20－60 Wの範囲で 4-5の値を示した。ICPパワー50 W

において Siとの選択比を測定した結果 8.6と対シリコン窒

化膜の選択比よりも高い値を示した。 

 

Fig. 1 Effect of  ICP power on etching rate and  

selectivity. 
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